
^
y _ ! • -

e

KßT
' A. JE _ DE -Atf
-

IE

=

e

KßT
' IE

•

^

25,9mV
' 1mA = 40ms

⇒ r - Iy - 251

Frage aus der Übung :

I - Is . Lee
"/"5-1) - A.j, e.

""ist

4- Ableiten nach U
:

⇒ A. Ei . js.ee?-krT
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Formel PlattenKondensator für die
SperrschicktKapazität
(s -

Er Eo
.Ab

mit b- 0,1µm ( Breite der RLZ)

A- 200µm
'

↳ - 1114 . 81854 . IÖ
" Flur

. zoo
µ„
2

011µm
= 201,9 f-F

Diffusions kapazität
(D
a

e

KBT
' ih ja . A - e

KßT
'EiI

÷-
( Abb . von der Lebensdauer)



}
a) ß -

DB ' "§ _ LE
=ftp./NEiLr-DEipoF-' w ME 'Nßiw

Diffusionslänge :

LE - BETEN mit DE -ME 4-

DiffusionsKoeffizient :

( DE - MÄ - ¥ - "°:& . """"

T
ausFS !

- 3,62 auf

LE -DE.TETt-3162-I.to?T
9
10ms

- 1,9µm



ß - µ
B - NELE

µE
'Ng . W

=

12509€ 10 ' 1,914in
140¥ 1016¥ . 2µV

•

%-) Werte aus derFS !
b) LE -DE.EET-3162JI.no#f-

- 19,03µm

ß = µ
B
' NE - LE LE ±WE , da

ME . NB ' W WE S LE !

=
12507

"
. 10
"
cui
}
. 3µm

140 9-2.1016cui} . 2µm
- 1340

Die Lebensdauererhöhung hilft wegen der
geringen Emitter breite nur bedingt bei



der Erhöhung der Stromverstärkung !
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JE = - ( eDB.no/3.cotha+eDE E) .↳ LE ⑦

EUEBIKßT
-y ) + EDB(e

↳sinha
" "

CBIKBT
-1)

Vereinfachung durch aktive Betriebsart :
• Ueß Anteile verschwinden

• - 1 - Terme verschwinden

⇒ JE - - e (
DB

↳
„„ „„„ „„ „„g.)

e.Dos
blau korrigiert [

""""BT
- ↳.süha↳Tafelanschrieb derÜbung !

analog dazu die Kollektorstromdichte :

je _ EDB
•""Käte (1¥.in?.cothat4jsiuha'4o?e

Ep:)



j
F-
=

- e | !%µ„ in! - cotha-DEpu.PE) '
e
9%25,9mV

DE - ggf .¥ - 90 F) . 25,9mV
in

- 2,33 Gut aus FS !
+

Dg - µ! .
bist
e

= 600%1 . 25,9mV

- 15,54 Gut

µ! - hi
?

=

( 6,71 . 109cm- })
"

2. 10^7 cui}
- 2,25102cal

NB

NE
_

(47110%-3)?

PE - u ;
?

3. 1018 (Kis
- 15cm

-}

a- ¥3 - 1µm
50µm

-

0102

⇒ alle unbekannten Größen zur
Berechnung j

⇐ bestimmt !



j
F-
= - e (15,54¥soµ"

' 425-10%-3 . coth (o,oz) +

43351
. cui

}) .ee?s-Y-amv
-40µm

-
- 6,9 . 10

" A/cui

⇒ IE - JE . A - - 6,9 . 10
"

AH . 0,001¥
- - 6,9 . 10-5A - - 69µA

↳ siuhq
' 4! . e

"6425,9mV
jc - ?

Dis

-

e. 15,43¥
5-⑥
→
an . sinh (qoz)

i 2,25. IÖ cui
}

.

QBV/25,9mV
e

- 6,8g - 10-2 Afauz

Ic - je .A - 6,88. 10-24.1.10-4



- 6,8810-5A - 69M¥

d-
Ic

- EEA
IE 6,9 . /0-5A

= 0,997 a 1



5 a) Diffusionsspannung
UD z KIT.lu ( NB -NE) -mi ?

- 25,9mV . fu ( 3.10
"

. 2.1017

( 6,71 . /☐9) 2 )

- o
,
84 V

b.) × -ZEREONA.YD-U~e.SN/jNqtNA
Fall q : U -OV

Fall b : U - su } Differenzbildung
⇒ ☐× -2!↳iNßÄtNB~ '

( JHDT - JUT )
-%%!%%%:%mzÄTÄ

• (JIT - fast)



- 01077µm ⇐ 77mm



6 2

Xp ,#ß
-

2 Er% (YDIEB -4-E)
.

NE
e NENß +NI

Basis!tieauugsKonzentrationen :
p-dot .

donatordotierter Emitter NE

akzeptordotierte Basis NB

e.lu✗⇐ NB) - 0,973W"
D)F-ß
=

KBT
mit

✗¥,Eß _ 21^141%199.73 V-0,94 .

e

10 cui
?

1019cm-3.10^7 cui' -1147cm
'

)'

- 3,02µm
2 Ne

xp , eß
-

ZERE.co/UDicB-UcB)-
.

µ
,µ, + µ,

z
e



"Diese¥ -h ( NCNB )Mit

- 0,675W

Wges = Xp , F-B + Xp ,cß
- 5µm

⇒ Xp ,cß
- 1,98µm

ÜPICB
. ( NCNB -1 NB)UCB - UD

,
CB
-

ver Eo -£ Nc

- 0,67511 -
↳98µm )

? 1,001 . .IO
-"

am

1) 26.109 1-
Um

= 0,675W - 31,15T = - 30,5W
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'

0hm
'sehe Kontakte

→ Gleichrichtung muss verhindert
werden !

@1 Wahl eines AL - Materials , bei

dem die Fermi - Energie tiefer
als die des Metalls liegt.

@ 2 sehr starke Dotierung des HL
⇒ wird die Potential barriere

zum Metall sehr schmal und
kann von den Ladungsträgern
durch tunnett werden

.

( Dotierung > 1018cm
-s)



8 %, ÄHky
-Diode

f- § -Diode

¥ .
"

"
¥
"

zu

in

÷%



9 ptn - Diode

ND
-

(7- 109cm
-3)
2

PO
-
" i
"

10,4cm.}
- 419.105cm]

pn

js -
← Du

<

poLh

•
1,60210

-"
As • 12cm)

. 4,9 . /Öcui}
34,6110-4cm

• 2,7-2.10^0 Akut

Schottky -Diode
- eds

jsjhdtho - RT -T? e KBT

- 260¥>„ Hook)
'
. e-¥7

•1,98-10-5%2



jsschdthy
jjn

• 7,27 . 104

⇒ Die Schottky -Diode hat einen
um den Faktor 7,27-104 ( 73000)

größeren Sperrstrom !



10 jsddthy • jsschdthy . ([
"KB

j "
"

⇐ j!
"

. (ee""ä
Vereinfachen →

⇒ jsdedtkg . [
"MRT

= j!
"

.
[
"
Hat

eh/KßTjjehdtky
e.
'"^ /bist
{ logarithmen

jgpu
-

C

a.µ!!
"

) - ¥14 -m)
js

Schottky

4- U, - KE.tn#p
- 25,9mV ihn (7,2710)
- 290mV



Spannung der pm - Diode muss 290mV

höher sein !



11
Es würde sonst ein zusätzlicher

Schottky - Kontakt entstehen !
Anders formuliert :
Typisches Metall auf n- AL bildet
Schottky- kontakt , daher 2 entgegen

-

läufige Dioden ( pm + Ms) . Daher
starke Dotierung am Anschluss

,
um

aus Schottky . Kontakt einen ohm 'sden
Kontakt zu machen .
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pm - Diode :

• Elektron - Loch - Paare

( s . Is in der Shockley-GL)
→ beide Minoritätsträgrarteu

\

Schottky -Diode :

• Elektronen ( Metallsystem
dominant)

n

• mir Majoritats ladungsträger
→ M - NHL : Elektronen P
→ M - pltl . Löcher °


